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引信 犕犈犕犛静电探测器阵列设计
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摘要：引信可以利用空中目标运动产生的静电场信息对目标进行探测，而 ＭＥＭＳ的特殊性能非常适合于引信静电探测

器的设计。在引信有限的体积内布设 ＭＥＭＳ静电探测阵列，通过对目标静电场信息进行检测，可以获得目标的位置和

速度信息。本文运用表面加工工艺设计了一种 ＭＥＭＳ薄膜电极的垂直振动式电场传感器阵列。介绍了该电场传感器

探测单元及阵列的结构、组成及工作原理，说明了该器件的加工工艺。通过 ＭＥＭＳ静电探测单元的空间布阵，研究了引

信 ＭＥＭＳ静电探测阵列对目标定位的原理，推导了目标定位的公式，使用 ＭＥＭＳ静电探测阵列探测了目标的静电场，

实现了对目标位置的定位。
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　　　犈１＝
狇

４πε犚
２
１

，犈２＝
狇

４πε犚
２
２

，犈３＝
狇

４πε犚
２
３
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犚２
犚１
＝
犈１
犈槡２

＝犓１，
犚３
犚２
＝
犈２
犈槡３

＝犓２． （２）
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犾２＋犚２２－犚

２
３

２犾·犚２
， （３）

ａｎｄ

ｃｏｓα＝
犾２＋犚２２－犚

２
１

２犾·犚２
， （４）
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犚２１＋犚
２
３－２犚

２
２＝２犾

２， （５）

犚１＝犾
２

１＋犓２１犓
２
２－２犓槡 ２

１

犚２＝犓１·犾
２

１＋犓２１犓
２
２－２犓槡 ２

１

犚３＝犓１·犓２·犾
２

１＋犓２１犓
２
２－２犓槡

烅

烄

烆 ２
１

， （６）
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